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t"j Introduccion a los elementos de circuitos no lineales

< Electrénica: basada en dispositivos no lineales ( AO,diodo,
transistor).

[ La caracteristica v-i no es una recta.
) No puede ser aplicado el Principio de Superposicion.
o No podemos obtener el equivalente de Thévenin para un

circuito que contenga uno o mas elementos no lineales.
< Circuitos con elementos no lineales: no siempre pueden ser
resueltos por métodos matematicos directos:

) Modelos del dispositivo no lineal: zonas de operacion lineales
(Modelado por segmentos lineales).
[ Método grafico.
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Introduccion a los elementos de circuitos no lineales

Analisis grafico de un elemento de circuito no lineal

*Para circuitos con un solo dispositivo no lineal, ya que la LMK
y LNK pueden ser dificiles de aplicar debido a la complejidad
de las caracteristicas v-i de dicho componente no lineal.

*Método:
*Encontrar la recta de carga del circuito resistivo.

*Punto de trabajo sera la interseccién de dicha recta con
la caracteristica v-i del dispositivo no lineal.
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Introduccion a los elementos de circuitos no lineales

Ejemplo de método grafico:
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EL DIODO:

“Tipos de materiales segun o. Estructura de bandas.
@ Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.

& Procesos de conduccion en un semiconductor: tipos de

corrientes.

< La uniéon PN.

® Sin polarizacién externa.
® Con polarizacion externa: directa e inversa.
) Curva caracteristica. Ecuacion v-i.
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TIPOS DE MATERIALES EN FUNCION DE LA CONDUCCION ELECTRICA
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Estructura de
bandas tipica
aT=0 K.

ESTRUCTURA DE BANDAS
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= SEMICONDUCTOR INTRINSECO:Semiconductor en estado puro y
perfectamente cristalizado. (Siy Ge con Eg =1,1 eV y 0,6 eV)

n=p=n

n, = f(T,E ) = Inconveniente para aplicaciones practicas,
donde lo que se busca es un comportamiento
estable frente a la temperatura = SOLUCION:
DOPAJE.

< SEMICONDUCTOR EXTRINSECO: se introducen atomos de diferente
valencia, dentro de la red del material semiconductor en estado puro.

Conduccién por impurezas. Tipo p. Tipo n.
N,+n=N,+p
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A T baja los enlaces se encuentran saturados. A T
ambiente hay electrones libres (@) y los
correspondientes huecos (O).
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Procesos de conduccién en un semiconductor: tipos de corrientes
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Movimiento ordenado
de los electrones bajo
la accion de un campo
eléctrico.
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Procesos de conduccién en un semiconductor: tipos de corrientes

< Difusion. JETTITITIY TIY) PRPPPRS PO
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Distancia, x
Esquema de la generacion de una corriente de difusion al poner en contacto
un semiconductor tipo n 'y otro tipo p. Se representa la concentracion de

electrones [e’], frente a la distancia x
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UNION P-N: DIODOS SEMICONDUCTORES -

< Unioén pn sin polarizaciéon externa:

P N

p(x) _n(x) T Zonas neutras

agotamiento ~ 1um

antes de la union Sélo hay corriente en la union!. s, =

se igualan

Concentraciones Generacion de la region de agotamiento.

campo eléctrico = | .., = equilibrio cuando
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=Union pn con polarizacion externa.
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Polarizacién inversa

Polarizacion directa
Vp

P, = DPue Relaccion de Bolztman que rige la inyeccién de
';—” portadores
n,=n,e"’
V= KT ~ 25mV aT ambiente
q
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Caracteristica voltaje-corriente de la union PN
/ ip (mA) 1
T — Vp/MVr _ )
1, =L (e 1
vp inversa (V) vp directa (V) ‘
. ‘/ . ip N Vi
Tensié inversa
de (nA)
ruptura
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Caracteristica voltaje-corriente de la unién PN

Vp voltaje aplicado al diodo

ip corriente del diodo

Ig corriente de saturacion=f(T,concentracion de portadores,
area de union...)

108-10-"4: dispositivos discretos de Si; 10°6: en un diodo de C.I.

1 coeficiente de emision

1 (C.l o diodos discretos que operan con mas de10 mA) — 2
(diodos discretos de Si que operan hasta 10 mA)

V; voltaje umbral}&O.S — 0.8 para el Si; 0.2 V parael Ge;0.9 - 1V
s

Ga)
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DIODOS ESPECIALES

= Diodo Zéner
< Diodo Schottky
% Diodo Led

#Diodo laser
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